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    Цель работы: 

Изучение фотопроводимости полупроводников и определение времени жизни носителей заряда по релаксации фотопроводимости, закрепление лекционного материала.

1. Основные теоретические сведения (расчетные формулы)
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1.1. Диффузионная длина электрона/дырки, [м]:
где Dnp – коэффициент диффузии, [См2/с];

 (np – время жизни, [мс].
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1.2. Коэффициент диффузии:

где (np – подвижность электронов/дырок, [см2/(c*В)];
к- постоянная Больцмана, [Дж/K];
Т- температура по Кельвину, [К];

q- заряд электрона, [Кл]. 

2. Экспериментальная часть

            2.1. Схема установки:
Рис. 1. Схема установки
        2.2. Данные, полученные из протокола:

   Снятие вольтамперной характеристики для разных освещенностей.

                                                                                       Таблица №1       
   Большая освещенность Ф1





	U, мВ
	25.4
	32.5
	39
	46
	52.3
	59
	66

	I, мА
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22


                                                                                       Таблица №2
  Средняя освещенность Ф2
	U, мВ
	40
	51
	61
	72

	I, мА
	10
	12
	14
	16


                                                                                       Таблица №3
  Малая освещенность Ф3

	U, мВ
	64
	100

	I, мА
	10
	12


   Снятие осциллограммы релаксации фотопроводимости фотоприемника.
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Рис. 2. Снятие осциллограмм
3. Расчеты

3.1. Построим вольтамперную характеристику по данным, полученным в ходе эксперимента.
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Рис. 3. Графики ВАХ
На Рис. 3. показано:
1 – большая освещенность (Ф1);

2 – средняя освещенность (Ф2);

3 – малая освещенность (Ф3).
Таки образом, освещенность Ф1>Ф2>Ф3. Отсюда следует, что чем больше освещенность, тем меньше сопротивление.
3.2. Найдем время релаксации с помощью полученных в ходе эксперимента осциллограмм. Способ нахождения времени жизни графически показан на Рис. 2.
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Таким образом:
3.3. Найдем диффузионную длину носителей заряда, используя формулы 1.1., 1.2.
3.3.1. Для электрона:
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Подвижность электрона в кремнии при температуре 20( 
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Таким образом, коэффициент диффузии:
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 И диффузионная длина:
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Вывод: Было выяснено, что крутизна вольтамперных характеристик зависит от освещенности (чем больше освещенность, тем меньше становится сопротивление). Определили время жизни носителей заряда по релаксации фотопроводимости, а также диффузионную длину. Время жизни носителей заряда тоже зависит от освещенности. Тем меньше освещенность, тем больше время жизни (это следует из теории, но гарантии, что это соблюдается всегда, нет).
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